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NOTA: RESPONDER EN LOS HUECOS DEJADOS PARA TAL FIN, CON BOLIGRAFO AZUL O NEGRO. NO SE CORREGIRA
NADA ESCRITO FUERA. EN LA CORRECCION SE TENDRA EN CUENTA TANTO EL DESARROLLO COMO EL RESULTADO.

Problema 1 (25 puntos)

Dados los siguientes datos del circuito de la figura 1.1 se pide:

) P =640mW C, =100nF VnCX =25V
R, =1k R=100QQ =

" V.. =32V Cz = 60nF Vncz =30V

1 2 IX (mA) L.

L&..} $ Limite
Vi IV
1 Vi (V)
:

40

figura 1.1 Limite -150

Ruptura. figura 1.2

a) Atendiendo a la caracteristica I-V de la figura 1.2, calcule cual es la maxima potencia que disipa el .

componente X en cada uno de sus cuatro tramos de funcionamiento. 5p)
Nimero de tramo | Potencia maxima en dicho tramo
I ~35 - (-150m) = 527254/
I ~5. (-1S0m) = 0745/
I o - AJum =0 '4y/
v Yd - Atbm = 4
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b) Calcule los valores de la tension de entrada V.. que hacen que el componente X no disipe mas de 0,5W,
para cualquier valor del desplazamiento 3 del resistor variable. (10p)

e contr 39 . H%c&mealm Ml
@Xﬁqé%&m,@mmﬁ chg

R 1ot B (R4 Re)’
({ P Ix QQ‘T ( ) R% D \fe )..J r
g&%a (& v%
\J"g Qm) ~ 4633
33 3
L’/ X o b Do oo I Ve >B
2= {oys. \/Q i Px\mﬁ\‘ Q
I'T——W"‘" rpﬂz\f)(‘:[‘ = \rx A P/\"'WW\ Cé \/;(‘"-——————-—-—-*

Vix

T €3 OO 0's 4D
Vo < 40
fov 2—377 ‘ e & 0

R

c) Para este apartado, se sabe que 10V <Ve <60V,

c.] Calcule el margen de valores del desplazamiento del cursor B del resistor variable, en tanto por uno,
para que no sé quemen ni el resistor R ni el componente X. (5p)

Tl)w cos¥ A= CBY.
Suyo MR_UMA» k 4"‘&. \MO -Qo\ &
YP )@v} dha Hewa \/;(NV‘@;&N

?WWMMWMXMQ&M
Comprart Ve - Vx < win (:me,’.&m)

R-(—P-R\/ |
- -~ . T - 0 ,
1;<m~..£60w1\~% > Ve-Vx ~ - R _ 6o 40 -F0um s
2 ‘I‘\Rg SOw A Tan Ry XQWL"{K
Q:&&:K R < Re ]
B FECF \ A == BUS
Paz Bam= 640mu Jn—j:ﬂéwﬁr
c.2 ;Se destruye algin condensador? ;Cuél? Justifilque‘ la respuesta. (5p)
?\Qw ety o =Gov
) - = @ _@_ \/ & 2 ZZS e
VC“‘\/@{'{' gL—'E:;"‘{‘ c, @ A C’,-{' : /}
\fq = N s 225\/4\/:«'1 M%@.M‘}“‘#’T‘L-
1 Adw
Vo, & . 329 . 535y > e, A aéwv@%e
1- GOn
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Problema 2 (25 puntos)

Dado el circuito de la figura 2.1, donde la sefial de entrada es la que se muestra en la figura 2.2 y los datos
son los que se indican a continuacién, se pide:
Dato del diodo Dy; V,=0,6 V

WVe()

. T
10v D T.A. ,,,,,,,,, ;

y—

10V o

TOVY b, .....................................
‘”:%LT 7’ qv

—

figura 2.1
-10v

figura 2.2

a) Calcule cuanto vale la tensién de salida Vs() y dibujela en la figura 2.2, indicando el estado del diodo en
cada caso, para: 8p)

r |
al) Ve(m)=10V. ] J V
St Dy o & WD B, I- " M Dy e oW
= \)QJI).-: ,LO"O/G = T4V
Uy = V= 0%6v.

a.2) Ve(t)=-10V

g“‘?"w}ﬂj}_&uﬁ:? é‘v ﬂ

Ve

\/g.u((h/( \/Y /(Mby) 154&45912
LLS %

\)5:: IR =gV
v}:.\he:w{w ,

b) Sila maxima corriente que puede circular por el diodo es /z,=80mA, calcule el margen de valores de R,
que hacen que el diodo no se queme. (4p)

V() = ov . s/?z V‘V 0,5 Vr

Lem

Ry

woé

R, > =415
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¢) Sesabe que el diodo tiene un tiempo de recuperacién en directo ty=12us y en inverso t,=36us.
c¢.1) Calcule la frecuencia maxima de la sefial de entrada para que el diodo pueda conmutar

correctamente, v el ciclo de trabajo (D:tH/T) a dicha frecuencia 1A

vvvvvvvvvvvv T N S I ALV B LS 5 L s N Y .l,'/

'{ 4 = /{ 2 ZOIV\Q\KQ%.
Mok {rf‘-& i\.w 36/,( -‘L/{}A

funcionamiento del diodo en estas condiciones. , . ; . (4p)

/
S I +>-§§i~' P D03 oy

¢.2) Si el ciclo de trabajo de la sefial de entrada es D=30%. Calcular la maxima frecuencia de

d) El diodo utilizado en el circuito de la figura 2.1 es un diodo de unién. En las siguientes frases rodee con
un circulo la informacion correcta relativa a semiconductores y unién PN. (5p)

a.l)La zona N esta dopada con impurezas ceptoras)
a.2)El anodo del diodo se corresponde con la zona (N de la unién.

a.3)Cuando una unién PN se polariza en directo la zona de 1a unién se (ensancha /
a.4)La conductividad ¢ de un semiconductor dopado (aumenta /disminuye) con la temperatura.

a.5)La corriente de difusién es debida a (un campo eléctrico /(@@ gradiente de concentracion) en el
semiconductor.
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Problema 3 (25 puntos)

Del circuito de la figura 3.1 se conocen los siguientes datos:

o Voo
2 Vig, = 0.6 V
; R T ﬁiE!SO ?
11 chsat:O,ZV
Ry
},/
MANTT T Re =220 O
. Re=100Q
Ve RB 10 kQ
%ﬁ RE VCC“ I8V

Figura 3.1

a) Represente la variacion de Ic en funcidon de Ve, indicando sobre la grafica los valores de los puntos
significativos. Suponga valores de Ve entre 0 v 20V. (Nota: se recomienda hallar los valores de Ve para que

el transistor trabaje en cada zona de funcionamiento). {10 p)
ot Corte = Tozo = Yer =l < ooy > |\, < 0V
LT ] . At/Sot > T.=80Tg | 1.k ~9C
: 3 \}Qg- '—"—-012\\‘// /?8+5/4'R5
Co “%g?.()lﬁ
L > g =54 I3 .= \_)S:,:_?_._Z:-——- =55, 28mp
e A 20  Ve(V) Re+ S .»- - Re
% - o6 L S528 o\, = 472 \/(w QZJ&;«;&
Ao+ S4-0,A 50 de acly St

v — » Ve’—-o
?Qf[_c,_ ActivA 6(.\f (.Allc\\/ :D—L =50 —ﬁa /ewﬁﬁw

EN;_ SATVRAU Y — Y = 4?2611/:9,1(: 45-9.2 :rJ‘;&KMA-bcewd\mJl
)?GT%/?‘Q

b) Para este apartado tenemos como dato la curva de desvataje del transistor (figura 3.2).
b.1)Suponiendo Ve = 3V, halle la potencia disipada por el transistor en el circuito de la figura 3.1. (7 p)

%13\/ —> ACTIWVA =p> I_=So- 3;;)"‘: ::595/7’14 = \/Ce':'\g" KT -ReTe
\]C(:" - A5/ [‘f('f\/

To =0, f6mA ﬁ?’IE = &/ mA
P~ B A A5 = A28 W
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b.2) Suponiendo que la potencia disipada por el transistor para el “apartado b.1” sea Pp= 125mW., hasta

qué temperatura ambiente podria trabajar sin sufrir deterioro. @ p)
l_) 'V SV Ta
D e R i~
s as0= 1397 T
613
P 11ax W - 5 °
A Ponax (W) ;’(2/5 - b2y Y .
T& = INER C
0.2 [ —
é s 150 »T, (°C)
Figura 3.2
Problema 4 (25 puntos)

El circuito de la figura 4.1 es una fuente de corrientec Widlar. Su objetivo es generar la intensidad I, para lo
cual se utilizan dos transistores MOS de acumulacion iguales.

YCC
DATOS:
s i Ty T 2
) cireuits X k=2 mA/V
V=3V
ig R;=500 Q
L Ty o Vcczlz V
= [
SRy

,,H

Figura 4.1
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Se pretende calcular la resistencia Rs para que la intensidad I, sea de 1mA. Responda a las cuestiones:

a) En el transistor T, conocemos que la tension Vps; = 9 V (ademas I, =ImA). Calcule el valor de la
tension Vgg, € indique la zona de funcionamiento de dicho transistor. (10 p)

Supouas 4 Tk htwcado —» 15, = Ty = K (Vs ~ Vo) oo 4 - 2 (Vgs =3)°
; 7
R@,éubgvb '&‘- ecuncon Jo 2= ?/UUA — \/65: <+ 3, Y
> 12,3V \[_ = #vo SenTios

L Soﬁ»de& &orred(a - \/652: 3,3V
\/Dgsm =37 - 3= 0%
VDS > \/DSSAT = & SATUQA:DO

b) Demuestre que T, ests funcionando en saturacion. (Sp)
\fbg¢: \/G-S4_ ) - -
| T Vo, B gy SATVRARS S coupucs
\(DSSAT;_ = \fe,gi"“g
(10 p)

¢) St Vgso = 3,7 V (ademas I, =1mA) y sabiendo que T, esta saturado, halle el valor de Rg necesario.
- 2.
T, uneLgiom = 2.\ - 2.
4 .w./m/t IDL Ve ( G5, 3> \ IDA_l'Z’(\/D% ___3)
==

L

el cirawts { Vo5, Ussy 2
\/‘DS&Z. \]CC_*RA.I’\D/} \_-—-»—~—————D VDSA *SVDS'&——B:O
/ -G Vo —w AiM M‘JD
\jDS,L = - S 5(_*\/’
N5, 54y ——= Vs, = %,

vé—84 "‘UG.S:L S/b’['i '-'3,7‘
De,ﬁ Q’Pwlto — \/(’SA: \}6_52*‘ QS “IQ —> QS = — = A - /‘ﬁ&(.ﬂ_

Curva I-V de NMOS de acumulacion

A cIp : )
Ecuaciones transistores MOSFET

\ Ecuacion de Corte: Ip= R
i~N_ | | g Ecuacion de Saturacion: In=k (VoseVy)

\}GSI Vq '\7: '''''''' V;;m ns  Ecuacion de Ohmica: Rps=1/k (VssVo))
Nota: Vossa=VosVr

Curva I-V de PMOS de acumulacion
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